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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄膜素子が形成される第１の基板と、
　上記第１の基板と対向する第２の基板と、
　上記第１および第２の基板間に配された液晶と、
　上記第２基板側に配され、少なくとも三色の発光素子を繰り返し配置した発光素子アレ
イと、該発光素子アレイからの色光を拡散して白色光とする拡散部から構成される上記液
晶に対する光源としてのバックライトと、
　上記第１の基板に１以上の画素の上記薄膜素子として形成され、上記バックライトの輝
度を検出する輝度センサと、
　上記輝度センサからの出力信号に基づいて、上記バックライトの輝度をほぼ一定に制御
する駆動信号を形成する制御回路とを備え、
　上記輝度センサの上記薄膜素子と対応する画素の上記液晶に対して光透過する時間が遮
光する時間に比べて短くなるような入力信号が供給され、
　上記輝度センサと対応する上記薄膜素子が十分にオフした状態で上記バックライトから
の光の輝度に応じた光励起に基づくオフ電流を出力信号として取り出し、
　上記出力信号によって、上記バックライトの輝度をほぼ一定に制御するようにした液晶
表示装置。
【請求項２】
　上記バックライトは、上記少なくとも三色の発光素子をライン状に繰り返し配置した発
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光素子アレイと、該発光素子アレイからの色光を拡散して白色光とする拡散部と、下端部
に置かれた上記発光素子アレイからの色光を上記拡散部全面に均一に伝える導光部から構
成されることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　上記輝度センサからの出力信号をサンプルホールドするサンプルホールド部と、
　上記サンプルホールド部によりサンプルホールドされた信号に基づいて、上記バックラ
イトの輝度をほぼ一定に制御する駆動信号を形成する制御回路と
を備えたことを特徴とする請求項１または２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　上記サンプルホールド部は、上記第１の基板上に形成されたことを特徴とする請求項３
に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　上記第１および第２の基板のいずれか一方には、上記少なくとも三色の発光素子に対応
した色のフィルタが設けられ、
　上記輝度センサは、上記発光素子のそれぞれに応じて設けられ、各色毎の輝度を検出し
、
　上記制御回路は、上記発光素子のそれぞれに対して上記各色の輝度に応じた駆動信号を
形成することを特徴とする請求項１、２または３に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶ディスプレイ（以下、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）と称する）は、非自発光
であるために光源としてのバックライトを必要とする。バックライトとしては、冷陰極管
、発光ダイオード（以下、ＬＥＤ(Light Emitting Diode)と適宜略す）等が使用される。
ＬＥＤの場合、白色ダイオードを使用することが可能であるが、液晶テレビジョンモニタ
では、色再現性を良好とするために、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の三原色ＬＥＤを使
用し、混色によって白色のバックライトを形成することが多い。
【０００３】
　従来、白色ＬＥＤをバックライトとして使用する時に、輝度および色度がＬＥＤの電流
に依存するため、ＬＥＤに流れる電流のレベルと、ＬＥＤに流れる電流のオン時間とオフ
時間の比率（デューティ）を相互に制御することが特許文献１に記載されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３２４６８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　第１６図に示されているようにこの特許文献では、ＬＣＤモジュールにおけるバックラ
イトの輝度調整は、電流制御、デューティ制御等により行われている。すなわち、ＬＥＤ
駆動用電流源１１の出力電流値が電流値制御回路１２によって制御され、ＬＥＤ駆動用電
流源１１と白色ＬＥＤ１５の間にスイッチ回路１４が設けられ、スイッチ回路１４がＰＷ
Ｍ発生回路１３の出力ＰＷＭ信号によってＯＮ／ＯＦＦされ、ＰＷＭ信号のデューティ比
がデューティ比制御回路１６からの制御信号によって制御される。しかしながら、この文
献に記載のものは、経年変化等によりＬＣＤモジュールの輝度の低下が生じる問題があっ
た。
【０００６】
　従来では、工場出荷時に調整を行ったり、温度検出素子としてのサーミスタにより制御
を行ったり、エンドユーザに調整をしてもらう等の方法でもって、輝度の低下に対処して
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いた。
【０００７】
　したがって、出荷後の経年変化に対応できなかったり、補正が不十分になったり、ユー
ザに調整操作を強いると言う問題があった。
【０００８】
　したがって、この発明の目的は、ユーザの調整を不要とし、精度の高い補正が可能であ
り、薄型の液晶表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決するために、この発明は、薄膜素子が形成される第１の基板と、
　第１の基板と対向する第２の基板と、
　第１および第２の基板間に配された液晶と、
　第２基板側に配され、少なくとも三色の発光素子を繰り返し配置した発光素子アレイと
、該発光素子アレイからの色光を拡散して白色光とする拡散部から構成される液晶に対す
る光源としてのバックライトと、
　第１の基板に１以上の画素の薄膜素子として形成され、バックライトの輝度を検出する
輝度センサと、
　輝度センサからの出力信号に基づいて、バックライトの輝度をほぼ一定に制御する駆動
信号を形成する制御回路とを備え、
　輝度センサの薄膜素子と対応する画素の液晶に対して光透過する時間が遮光する時間に
比べて短くなるような入力信号が供給され、
　輝度センサと対応する薄膜素子が十分にオフした状態でバックライトからの光の輝度に
応じた光励起に基づくオフ電流を出力信号として取り出し、
　出力信号によって、バックライトの輝度をほぼ一定に制御するようにした液晶表示装置
である。
【発明の効果】
【００１０】
　このような態様によれば、輝度センサをＬＣＤの画素トランジスタと同一のプロセスで
構成することができるので、薄型のＬＣＤパネルユニットを構成することができるととも
に、バックライトの輝度を一定に保つことができる。
【００１１】
　また、この輝度センサは、輝度センサを構成する薄膜素子が十分にオフした状態でバッ
クライトからの光の輝度に応じた光励起に基づくオフ電流を変換した出力電圧を検出する
輝度センサであって、この液晶表示装置は、液晶が光透過する時間が遮光する時間に比べ
て短いように駆動される。したがって、薄膜素子が形成される基板と対向する基板に遮光
部が設けることができないときや、輝度センサを覆う枠部を備えることができないときに
おいて、観察者に目視できない程度の短い時間だけセンシングしてそれ以外の期間では黒
表示をするような電位をバックライト輝度センサ部分に印加するため、薄膜素子が形成さ
れる基板に対向する基板がバックライト側に配置される場合においても、観察者に認識さ
れることなく、バックライトの輝度を検出することが可能となる。
【００１２】
　この発明による液晶表示装置は、経年変化にもかかわらずにバックライトの輝度を一定
に保つことができる。
【００１３】
　この発明では、バックライトの輝度検出手段をＬＣＤの画素と同一基板上に配置するこ
とができる。また、輝度検出手段を画素トランジスタと同一のプロセスで構成することが
できるので、センサに関するコストを削減できる。さらに、センサを内蔵できるので、薄
型のＬＣＤモジュールを構成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
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　以下、この発明の一実施形態について図面を参照して説明する。一実施形態を説明する
前に、液晶表示装置の一般的な構成について説明する。第１図Ａおよび第１図Ｂに示すよ
うに、液晶表示装置１００は、ＬＣＤパネルユニット１０１とバックライトユニット１０
２とから構成される。また、別に制御系の回路も搭載される。そしてこれら全体が筐体２
００に収容されている。参照符号２００Ａは、筐体２００の画面を取り囲むフレーム部分
である。
【００１５】
　ＬＣＤパネルユニット１０１は、第２図に示すように、２枚の基板１０３Ａおよび１０
３Ｂを重ねた構成とされている。ＬＣＤパネルユニット１０１は、薄膜トランジスタ（Ｔ
ＦＴ(Thin Film Transistor)）液晶である。ＴＦＴには、基板に非晶質の材料を使ったア
モルファスシリコンタイプのものと、多晶質の材料を使ったポリシリコンタイプのものと
がある。
【００１６】
　第２図において、１０３Ａがバックライト側の基板であり、１０３Ｂが画面を見る側の
基板である。ＴＦＴ液晶では、２枚の基板が対向し、その間に液晶材料が配されている。
一方の基板は、ガラス基板上にＴＦＴ等が形成されたＴＦＴ側基板であり、他方の基板は
、ガラス基板上にカラーフィルタ等が形成された対向側基板である。後述するバックライ
ト輝度センサは、ＴＦＴ側基板上に形成されている。
【００１７】
　第２図における基板１０３Ａとして対向側基板が配され、基板１０３ＢとしてＴＦＴ側
基板が配される。この配置関係をパターンＡと称する。逆に、基板１０３ＡとしてＴＦＴ
側基板を配し、基板１０３Ｂとして対向側基板を配するようにしても良い。この配置関係
をパターンＢと称する。この発明は、パターンＡに対して適用される。
【００１８】
　第３図は、バックライトユニット１０２の一例を示す。参照符号１０４が三原色ＬＥＤ
アレイを示し、参照符号１０５が光学拡散ユニットを示す。ＬＥＤアレイ１０４は、青の
ＬＥＤ１０６Ｂが整列して配置された水平アレイ、緑のＬＥＤ１０６Ｇが整列して配置さ
れた水平アレイ、赤のＬＥＤ１０６Ｒが整列して配置された水平アレイが繰り返し配置さ
れたものである。ＬＥＤ１０６Ｂ、１０６Ｇおよび１０６Ｒの三原色光が光学拡散ユニッ
ト１０５で拡散され、白色光のバックライトが生成される。
【００１９】
　第４図は、バックライトユニット１０２の他の例を示す。ＬＥＤアレイ１０７は、赤の
ＬＥＤ１０６Ｒと緑のＬＥＤ１０６Ｇと青のＬＥＤ１０６Ｂとが交互にライン状に配置さ
れた構成とされる。ＬＥＤアレイ１０７が導光板１０８の下端側に配置され、導光板１０
８によってＬＥＤアレイ１０７の各ＬＥＤの光が光学拡散ユニット１０５の全面に均一に
伝えられる。導光板１０８からの光が光学拡散ユニット１０５で混色されることによって
、白色光のバックライトが生成される。
【００２０】
　これらの三原色の発光素子に加えて、他の色光の発光素子を使用して、色再現性を改善
するようにしても良い。この発明によるバックライト調整方法は、各色光の発光素子の駆
動信号を制御するようになされる。
【００２１】
　バックライトの輝度を一定に制御しようとすると、バックライトの輝度を測定するセン
サを設けることが必要となる。第３図または第４図に示されるバックライトユニット１０
２の構成においてバックライトの輝度を測定するセンサを設けることになれば、光学拡散
ユニット１０５の付近にセンサを配置しなければならない。実際のバックライトの輝度を
検出する場合には、画面を見る側にセンサを配置することが好ましい。しかしながら、画
面を見る側にセンサを配置することは、センサが画面の影になってしまうので、配置する
ことができない。
【００２２】
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　現実的なセンサの配置方法としては、ＬＣＤパネルユニット側ではなく、第４図中の光
学拡散ユニット１０５の側面、または第３図中および第４図中のバックライトユニット１
０２の中の空間にセンサを配置する方法が考えられる。光学拡散ユニット１０５の側面に
センサを配置する方法は、センサの厚みだけ筐体２００の奥行きの寸法が膨らんでしまう
問題がある。
【００２３】
　また、第３図、第４図に示すような三原色の各色で独立のＬＥＤを構成するＬＣＤモジ
ュールにおいては、完全な混色光をセンサに受光させないと、センサが誤った輝度を認識
する問題が生じる。つまり、センサを光学拡散ユニット１０５の側面、またはバックライ
トユニット１０２の中の空間に配置する場合、混色させた光をセンサに受光させることが
必要となる。
【００２４】
　この発明は、上述した点を考慮してバックライトユニット１０２からＬＣＤパネルに向
けて照射された白色光を検出するものである。すなわち、バックライト輝度を検出するた
めのセンサをＬＣＤパネル内部に配置し、センサによってＬＣＤパネル内部に照射した光
を検出する。ＬＣＤパネルには、設計的に混色された白色光が照射されるので、センサが
混色された白色光を受光できる。
【００２５】
　この発明の一実施形態では、第１図Ａおよび第１図ＢにおけるＬＣＤパネルユニット１
０１にバックライトの輝度を検出するセンサを内蔵する。また、この発明の一実施形態で
は、第５図および第６図に示されるＬＣＤパネルユニット１０１の画素部、すなわち、Ｔ
ＦＴと同じプロセスで、バックライト輝度センサを構成するものである。
【００２６】
　第５図および第６図において、参照符号１１０がＬＣＤパネルユニット１０１の１画素
の構成を示す。ＴｒがＭＯＳ－ＦＥＴと同様の構造の画素トランジスタ（ＴＦＴ）を示し
、Ｇがゲート線を示し、Ｓがソース線（データ線とも呼ばれる）を示し、Ｃｓがキャパシ
タを示し、ＣがＣｓ線を示す。トランジスタＴｒのゲートがゲート線Ｇに接続され、その
ソースがソース線Ｓに接続され、そのドレインとＣｓ線Ｃの間にキャパシタＣｓが接続さ
れる。キャパシタＣｓと並列に画素電極が接続され、対向電極Ａとの間に液晶容量Ｃｄが
存在する。第５図，第６図は、Ｎチャンネル型のトランジスタで構成されているが、Ｐチ
ャンネル型のトランジスタを用いた場合でも同様の構成となる。以下の説明では、Ｎチャ
ンネル型のトランジスタで構成された場合について説明することにする。
【００２７】
　第５図は、書き込み時の等価回路を示す。ゲート線Ｇおよびソース線Ｓの両方に信号が
送られることによって画素がアクティブとなり、ソース線Ｓを介して印加された信号電位
が画素トランジスタＴｒを介して画素に書き込まれる。画素トランジスタＴｒがオンし、
トランジスタＴｒのドレイン・ソース間を流れる電流によって液晶容量Ｃｄおよびキャパ
シタＣｓが充電される。
【００２８】
　第６図は、トランジスタＴｒのゲート線にマイナスの電位が与えられ、トランジスタＴ
ｒがオフとなる時（保持時）の等価回路を示す。ゲート線Ｇを介してオフ電流が流れると
、画素トランジスタＴｒがオフとなる。補助容量であるキャパシタＣｓによって、次の書
き込みまでの間、書き込まれた信号電位が保持される。
【００２９】
　第７図は、バックライト輝度センサ１１１の一例の構成を示す。Ｑが輝度センサ１１１
のトランジスタを示す。トランジスタＱのゲートがゲート線Ｇに接続され、そのソースが
電圧ＶINが供給される端子１１２に接続され、そのドレインが端子１１３に接続される。
端子１１３に出力電圧ＶOUT が取り出される。
【００３０】
　トランジスタＱは、画素トランジスタＴｒと同様にＮチャンネルＭＯＳ型のトランジス



(6) JP 4706480 B2 2011.6.22

10

20

30

40

50

タであり、画素部のトランジスタＴｒと同一のプロセスによって同一基板上に形成されて
いる。トランジスタＱは、第８図に示すような特性を有する。第８図中の横軸がゲート電
位であり、縦軸がドレイン電流である。ここで、（ゲート電位＝ゲート線Ｇの電位－ＶIN
電位）であり、ドレイン電流は、トランジスタＱを流れる電流、すなわち、端子１１２お
よび１１３間を流れる電流である。
【００３１】
　トランジスタＱは、ゲート電位を設定することによって常に十分なオフ領域とされてい
る。十分なオフ領域において、バックライト光がトランジスタＱに照射されると、第８図
において、Ｉｋで示すような光励起によるオフ電流（リーク電流とも呼ばれる）が発生す
る。オフ電流Ｉｋの値は、トランジスタＱに照射されるバックライト光の輝度に応じたも
のとなるので、オフ電流Ｉｋを変換した出力電圧ＶOUT からバックライト輝度を検出する
ことができる。トランジスタＱのオフ電流値をダイナミックに変化させるように、トラン
ジスタＱのチャンネル幅等が画素トランジスタとは相違するものとされる。
【００３２】
　一例として、第９図に示すように、ＬＣＤパネル１２１の有効画面外の４隅の近傍にバ
ックライト輝度センサ１１１Ａ、１１１Ｂ、１１１Ｃおよび１１１Ｄをそれぞれ配置する
。バックライト輝度センサ１１１Ａ～１１１Ｄのそれぞれは、三原色の各色光の輝度を検
出する構成とされている。バックライトユニットとしては、第３図に示すように、三原色
ＬＥＤアレイ１０４と、光学拡散ユニット１０５とからなる構成が使用される。
【００３３】
　第９図の配置に限らず、有効画面内の４隅にバックライト輝度センサを配置しても良い
。有効画面とは、画素が展開されている領域である。４隅に限らず、より多くの場所にバ
ックライト輝度センサを設けるようにしても良い。例えば低温ポリシリコンプロセスを使
用して集積度が高くできる場合には、各画素に対してそれぞれバックライト輝度センサを
設けることも可能である。その場合では、有効画面の全領域でバックライトの輝度を測定
することができる。
【００３４】
　第１０図は、一つのバックライト輝度センサ例えば１１１Ａの緑色光検出用センサを示
している。第１０図では、バックライト側にＴＦＴおよびバックライト輝度センサが形成
されているＴＦＴ基板１３１が位置し、液晶材料（図示しない）を挟んで対向基板１３２
が位置している。この配置関係は、第２図を参照して上述したパターンＢの配置関係であ
る。これらの基板１３１および１３２は、１画面の大きさであるが、理解を容易とするた
めに、バックライト輝度センサの１個のみが図示されている。
【００３５】
　バックライトユニットからの白色光Ｌｗが例えば緑の色フィルタフィルム１３３を通り
、緑色光Ｌｇとされる。第１０図では、色フィルタフィルム１３３が分離して示されてい
るが、色フィルタフィルム１３３は、ＴＦＴ基板１３１に対して貼り付けられている。色
フィルタフィルム１３３は、ＴＦＴ基板１３１の緑色光の輝度を検出するためのバックラ
イト輝度センサの光透過部に貼り付けられている。
【００３６】
　第１０図で省略されているが、バックライト輝度センサ１１１Ａには、白色光Ｌｗ中の
赤の色光および青の色光の輝度をそれぞれ検出するバックライト輝度センサ（トランジス
タ）も設けられている。
【００３７】
　第９図に示すように、有効画面の周囲または有効画面内にバックライト輝度センサ１１
１Ａ～１１１Ｄを配するようになされる。この場合において、バックライト輝度センサ１
１１Ａ～１１１Ｄの部分は、画面を見た人（観察者）に画質劣化を感じさせないために、
観察者から黒の画像と見える必要がある。若し、バックライト輝度センサの部分が常時、
白または三原色に表示されていると、観察者が明るいドットがあると判断してしまう。こ
のことは、画質劣化と判断されるおそれがある。
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【００３８】
　したがって、第１０図において、バックライト輝度センサ１１１Ａの少なくとも光透過
部と対向する対向基板１３２が遮光領域となされる。この場合、対向基板１３２によって
遮光せずに、ＬＣＤ表示装置の筐体の枠等の樹脂製の部材でバックライト輝度センサの部
分を遮光しても良い。なお、バックライト輝度センサの部分が常時白の表示であることを
許容する場合には、必ずしも遮光を行わないでも良い。
【００３９】
　第１１図は、この発明の一実施形態を示す。一実施形態では、バックライト側に対向基
板１３２が位置し、液晶材料（図示しない）を挟んで画面を見る側にＴＦＴ基板１３１が
位置している。第２図を参照して上述したパターンＡの配置関係である。これらの基板１
３１および１３２は、１画面の大きさであるが、理解を容易とするために、輝度センサの
１個のみが図示されている。
【００４０】
　対向基板１３２のバックライト輝度センサ１１１Ａの緑色光検出用トランジスタと対応
する領域に緑色フィルタ１３４が配置されている。バックライトユニットからの白色光Ｌ
ｗが例えば緑の色フィルタ１３４を通り、緑色光Ｌｇとされる。緑色光Ｌｇが図示しない
液晶材料を通過してバックライト輝度センサ１１１ＡのトランジスタＱに対して照射され
る。例えば対向基板１３２に設けられたカラーフィルタを介した光をバックライト輝度セ
ンサ１１１Ａに照射しても良い。
【００４１】
　第１２図は、一実施形態におけるバックライト輝度センサ１１１の構成を示す。Ｑが輝
度センサ１１１のトランジスタを示す。トランジスタＱのゲートがゲート線Ｇに接続され
、そのソースが電圧ＶINが供給される端子１１２に接続され、そのドレインが端子１１３
に接続される。端子１１３に出力電圧ＶOUT が取り出される。トランジスタＱのソースと
対向電極Ａの間には、液晶容量Ｃｄが存在している。
【００４２】
　トランジスタＱは、画素トランジスタＴｒと同様にＮチャンネルのＭＯＳ型のトランジ
スタであり、画素部のトランジスタＴｒと同一のプロセスによって形成されている。上述
したように、トランジスタＱは、ゲート電位を設定することによって常に十分なオフ領域
とされている。十分なオフ領域において、バックライト光がトランジスタＱに照射される
と、第８図において、Ｉｋで示すような光励起によるオフ電流が発生する。オフ電流Ｉｋ
の値は、トランジスタＱに照射されるバックライト光の輝度に応じたものとなるので、オ
フ電流Ｉｋを変換した出力電圧ＶOUT からバックライト輝度を検出することができる。
【００４３】
　第１２図において、参照符号１３５が開口部を示し、対向基板１３２の開口部１３５を
遮光することができない。若し、遮光を行うと、第１１図に示す配置では、バックライト
輝度センサのトランジスタＱに対してバックライト光が照射されなくなるからである。そ
こで、観察者に目視で認識できない程度の時間だけセンシングの時間を設定するようにな
される。
【００４４】
　第１３図は、バックライト輝度検出のタイミングの一例を示す。第１３図は、上から順
に入力電圧ＶIN、出力電圧ＶOUT およびゲート線電位をそれぞれ示す。ゲート線電位は、
トランジスタＱのスレッショルド電位以下のマイナス電位Ｖoff とされ、トランジスタＱ
が十分にオフするレベルとされる。
【００４５】
　第１２図に示す接続構成では、ＴＦＴ基板１３１および対向基板１３２間の液晶には、
入力電圧ＶINが印加される。入力電圧ＶINは、対向電極Ａの電位を基準として白信号（液
晶が光透過性となる信号）および黒信号（液晶が遮光性となる信号）を設定する。黒信号
の期間Ｔｂと白信号の期間Ｔｗを加算した期間が測定間隔とすると、測定間隔内で期間Ｔ
ｗが十分に短いものとされる。測定間隔は、ＬＣＤの駆動方法、トランジスタの性能によ
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って異なるが、アモルファストランジスタを使ったＬＣＤにおいて、数マイクロ秒から十
数ミリ秒程度の時間が適当であり、白信号の期間Ｔｗは、目視して白表示（ちらつき）が
目立たない程度に選定される。
【００４６】
　期間Ｔｗで、白信号のレベルが入力電圧ＶINとして印加されると、液晶が光透過性とな
り、色フィルタ１３４を通った緑色光Ｌｇがバックライト輝度センサ１１１Ａのトランジ
スタＱに照射され、検出電圧Ｖｓが出力電圧ＶOUT として発生する。この検出電圧Ｖｓの
レベルからバックライトの輝度レベルを検出することができる。なお、出力電圧ＶOUT に
は、オフセット電圧Ｖｆが含まれている。
【００４７】
　上述した第１３図のタイミングチャートのように、観察者に目視できない程度の短い時
間Ｔｗだけセンシングの時間として設定し、それ以外の期間では、黒表示をするような電
位をバックライト輝度センサ部分に印加することができる。第１１図に示す一実施形態は
、バックライトの光学特性のみならず、対向基板１３２に配置されているＬＣＤカラーフ
ィルタの光学特性も含めたバックライトの輝度を検出することが可能となる。
【００４８】
　第１１図に示す配置においても、ＴＦＴ基板１３１の画面を見る側に液晶表示装置の画
面周囲のフレーム（額縁）を配置して、このフレームによって遮光を行う構成も可能であ
る。
【００４９】
　第１４図は、バックライト輝度センサの出力信号を処理するシステムの構成例を示す。
例えば第９図に示すような画面の４隅に配置されているバックライト輝度センサのそれぞ
れの検出電圧がアンプ１４２Ａ、１４２Ｂ、１４２Ｃ、１４２Ｄに供給される。アンプ１
４２Ａ、１４２Ｂ、１４２Ｃ、１４２Ｄのそれぞれの出力電圧がラッチ１４３Ａ、１４３
Ｂ、１４３Ｃ、１４３Ｄに供給される。ラッチ１４３Ａ～１４３Ｄは、ラッチパルスで規
定される所定のタイミングで検出電圧のレベルを取り込む回路である。ラッチ１４３Ａ～
１４３Ｄは、例えばサンプルホールド回路の構成とされる。
【００５０】
　ラッチ１４３Ａ～１４３Ｄの出力信号がマイクロコンピュータ１４４に供給され、マイ
クロコンピュータ１４４によってバックライトの輝度を一定に制御するための補正信号が
生成される。この補正信号がＬＥＤコントローラ１４５に供給される。ＬＥＤコントロー
ラ１４５によってドライブ電流が生成され、ドライブ電流によって赤のＬＥＤ群１４６Ｒ
、緑のＬＥＤ群１４６Ｇ、青のＬＥＤ群１４６Ｂがそれぞれ駆動される。
【００５１】
　上述したアンプ１４２Ａおよびラッチ１４３Ａは、三原色の各色光に対応した信号経路
を有している。同様に、アンプ１４２Ｂ、１４２Ｃ、１４２Ｄおよびラッチ１４３Ｂ、１
４２Ｃ、１４２Ｄは、三原色の各色光に対応した信号経路を有している。
【００５２】
　第１５図は、第１４図のシステムの一つの信号経路の一例を示す。バックライト輝度セ
ンサのトランジスタＱのオフ電流が光によって変化することが可変抵抗１４７で表されて
いる。このバックライト輝度センサは、例えば赤色光のセンサである。バックライト輝度
センサの出力電圧ＶOUT がアンプ１４２Ａを介してラッチ１４３Ａに供給され、出力電圧
ＶOUT 中の検出電圧の部分の値がラッチ１４３Ａに取り込まれる。
【００５３】
　ラッチ１４３Ａの出力がＡ／Ｄ変換器１４８によって例えば６ビットのディジタル検出
信号へ変換される。６ビットのディジタル検出信号が補正部１４９に供給される。補正部
１４９に対して保持部１５０に保持されている輝度レベルのデフォルト値１５０が供給さ
れる。輝度レベルのデフォルト値は、任意に設定可能とされている。
【００５４】
　補正部１４９は、ディジタル検出信号の値がデフォルト値と比較し、両者が同じレベル
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となるまで、加算または減算を繰り返す。補正部１４９は、ディジタル検出信号とデフォ
ルト値の差を検出し、６ビットのディジタル差信号を出力する。ディジタル差信号がＤ／
Ａ変換器１５１によってアナログの補正信号として出力される。
【００５５】
　上述したＡ／Ｄ変換器１４８、保持部１５０、補正部１４９およびＤ／Ａ変換器１５１
は、第１４図におけるマイクロコンピュータ１４４の処理で実現される機能をブロックと
して表したものである。Ｄ／Ａ変換器１５１からのアナログ差信号がドライブ電流決定部
１５２に供給され，ドライブ電流が決定される。ドライブ電流決定部１５２は、第１４図
におけるＬＥＤコントローラ１４５に対応するものである。
【００５６】
　ドライブ電流決定部１５２によって赤のＬＥＤ群１４６Ｒのドライブ電流が決定され、
赤のＬＥＤ群１４６Ｒがドライブ電流によって発光する。第１５図の構成では、一つのバ
ックライト輝度センサが検出した輝度から赤のＬＥＤ群１４６Ｒのドライブ電流を決定し
ている。この場合、バックライト輝度センサの配置されている位置の近傍のＬＥＤの輝度
が制御される。なお、第１６図に示される構成と同様に、デューティ比制御回路１６やＰ
ＷＭ発生回路１３が設けられている場合には、ドライブ電流決定部１５２を削除して、Ｄ
／Ａ変換器１５１の出力をデューティ比制御回路１６に直接的に入力してもよい。
【００５７】
　例えば第９図に示す配置では、画面を縦横のそれぞれで２等分して４個の分割領域を形
成し、ＬＥＤユニットのＬＥＤ群が各分割領域に対応する４個の群に分割される。そして
、各バックライト輝度センサの検出信号から形成されたドライブ電流が各群のＬＥＤに供
給される。例えば第１５図における出力電圧ＶOUT がバックライト輝度センサ１１１Ａ（
第９図参照）の出力とすると、赤のＬＥＤ群１４６Ｒが４個の分割領域の右上部分の領域
に対応するＬＥＤ群である。
【００５８】
　このように、バックライト輝度センサの設置位置とＬＥＤ群の設置位置を対応させる処
理は、一例であって、各バックライト輝度センサの出力信号を組み合わせることによって
、画面の各部で最適なドライブ電流を生成するようにしても良い。例えば二つの輝度セン
サの出力から形成された補正信号を線形補間して画面の各部の補正信号を形成するように
しても良い。
【００５９】
　上述した第１４図に示す構成において、アンプ１４２Ａ～１４２Ｄ、ラッチ１４３Ａ～
１４３Ｄ等の周辺回路も、低温ポリシリコンのようなデバイスでは、ＴＦＴと同一基板上
に形成することによってＬＣＤパネルに内蔵することが可能である。
【００６０】
　この発明は、上述したこの発明の一実施形態等に限定されるものでは無く、この発明の
要旨を逸脱しない範囲内で様々な変形や応用が可能である。
【００６１】
　例えば、三色ＬＥＤに代えて白色の蛍光管を用いる場合には、この蛍光管に供給される
交流パルス電圧をアナログ差信号に基づき変化するように制御してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】第１図Ａは、ＬＣＤ表示装置の概略的構成を示す断面図、第１図Ｂは、ＬＣＤ表
示装置の概略的構成を示す正面図である。
【図２】ＬＣＤパネルユニットの概略的構成を示す斜視図である。
【図３】バックライトユニットの一例の概略的構成を示す斜視図である。
【図４】バックライトユニットの他の例の概略的構成を示す斜視図である。
【図５】書き込み時の１画素の等価回路を示す接続図である。
【図６】保持時の１画素の等価回路を示す接続図である。
【図７】バックライト輝度センサの等価回路を示す接続図である。
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【図８】この発明に適用できるバックライト輝度センサの特性を示す略線図である。
【図９】バックライト輝度センサの配置位置の一例を示す略線図である。
【図１０】バックライト輝度センサ部分の構成を示す斜視図である。
【図１１】この発明の一実施形態のバックライト輝度センサ部分の構成を示す斜視図であ
る。
【図１２】この発明の一実施形態におけるバックライト輝度センサの等価回路を示す接続
図である。
【図１３】この発明の一実施形態の動作を説明するためのタイミングチャートである。
【図１４】この発明によるバックライト輝度センサの出力電圧の処理の構成を示すブロッ
ク図である。
【図１５】この発明によるバックライト輝度センサの出力電圧の処理の構成の一部をより
詳細に示すブロック図である。
【図１６】従来のバックライト輝度調整装置の一例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００６３】
　１１１，１１１Ａ～１１１Ｄ　バックライト輝度センサ
　１３１　ＴＦＴ基板
　１３２　対向基板
　１３３　緑色フィルタ
　１３４　緑色フィルタ

【図２】
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光的亮度，因此从通过转换截止电流获得的输出电压检测背光亮度，并
且将背光亮度控制为恒定。
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